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(54) Zpisob vyroby polovodidové souddstky se strukturou mese '

Vyndlez se tykd zpisobu vyroby polo-

vodidové souddetky se strukturou mesa, pFi 222 93z
kterém se vytvéri vyslednd geometrickd

struktura polovodidové souddstky chemlckym

leptdnim struktury mesa v zdkladnim polo- 7 4 s 8 .

vodi¥ovém materiflu prostiednictvim pomoc-
né kovové vrstvy.

Podstata vyndlezu spodivd v tom, Ze v
mistd budous{ struktury mese se nejprve ‘
p¥es maskovac{ avétlocitlivou vrstvu odlep~ { /
t4 nanesend funkSnf kovovd kontaktn{ vretva | \

a potom se vyleptd struktura mesa do pofado~ 3/ ‘E\u\
vané hloubky v zdkladnim polovodidovém ma-
teridlue. Po vyleptdni struktury mesa se
pPes dalsf maskovaci svétlocitlivou vratvu
odleptd funk¥nf kovovd kontaktni vrstva ze
zbyvajicioch oblasti polovodidové souddstky
a vytvor{ se tek: p¥ivodri kontakty k polo-
‘reod1%ové souddstoe.
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Vyndlez se tykd zplhsobu vyroby polovodifové souldstky se
strukturou mesa, p¥i kterém se vytvdF{ vyslednd geometrickd
struktura polovodidové souddstky chemickym leptdnim struktury
mesa v zékladnim polovodilovém materidlu prostrednictvim pomocné
kovové vrstvy, napfiklad u vykonovych kFemfkovych tranzistoru.

Dosavadni postup p¥i vyrobe& vykonovych tranzistorl se struk-
turou mesa Jje takovy, Ze na kifemikovou desku s vytvorenymi vrs-
tvami kolektoru, bdze a emitoru a s vrstvou kryciho oxidu, kterd
je v mistech budoucfho kontaktu bdze a emitoru odlepténa a% na
povrch k¥emiku, se nandi{ obvykle vakuovym napa¥Xovanim funk&n{
kovovéd kontaktni vrstva pro vytvoreni ohmickych kontaktd emito-
ru a baze, tvoiend obvykle hlinikem, VytVofeni poZadovaného tva-
ru kontaktd emitoru a bdze se provede odlepténf{m nanesené funk&ni
kovové kontaktni vrstvy pfes maskovac{ své&tlocitlivou vrstwvu,
K¥emfkovd deska s vytvofenymi kontakty emitoru a béze se pak zno-
vu pokryje maskovac{ sv&tlocitlivou vrstvou, kterd uriuje poZa-
dovany tvar struktury mesa, Pres tuto maskovac{i svétlocitlivou
vrstvu se nejprve odleptd kryc{ oxidovd vrstva v mistech budou-
c{ struktury mesa a pak se leptd kiemfk do poZadované hloubky.
Oblasti polovodi&ové souldstky, kde je plisobeni leptac{ 14zné&
neZddoucf{, Jsou kryty pouze maskovaci své&tlocitlivou vrstvou.
Odolnost této vrstvy proti plisobeni leptacich ldzn{ zédvisi na
chemickém sloZen{ t&chto 1dzni, na dob& leptdn{ a na soudrZnosti
maskovaci sv&tlocitlivé vrstvy s povrchem k¥emikové desky, Prak-
tickd odolnost pouZfvanych svitlocitlivych vrstev je pom&rné
mald, takZe vznikd neZddouci narusen{ maskovanych oblast{ lep-
tacimi 1l4dznémi, a to zejména v pripadech, kdy jsou poZadovany
hloubky leptdni v&t3{ neZ 10 Jum. Volba vhodného sloZen{ lepta-
cich 14zni Je tak pod¥izena maskovacim vlastnostem svétlocitli-




2

222 932

vé vrstvy, coZ nebyvd optimdlni{ z hlediska poZadovanych funk-

<nich vlastnost{ vyleptané struktury mesa,
i

R
e

Bé&Zné uZivané sloZit&j3f zplsoby maskovdn{ p¥{ vytvd¥ent
istruktury mesa spolivajf v naneseni pomocné kovové nebo Jiné
vrstvy na kifemikovou desku s vytvorenymi kontakty emitoru a b4-
Ze. Tato pomocnd vrstva se nand3{ v samostatném technologickém
kroku a jejim tkolem je Jednak zvySen{ soudrZnasti maskovac{
svétlocitlivé vrstvy s povrchem kiemikové desky a Jednak zvySe-
ni ochrany maskovanych oblast{ proti pisoben{ leptacich 14znf,
zvlasdté Jje-li pouZitd pomocnd vrstva v leptacich ldznich ne-
rozpustnd. Pro tento u&el se obvykle pouZivé vrstvy chromu,
kysli¥niku Zelezitého, hlinfku nebo nitridu k¥emfku. PouZit{
ponocné vrstvy umoZruje roz3iFfit sortiment pouZitelnych lepta-
cich lézni, pri¥em¥ je dosahovéno dokonalé ochrany maskovanych
oblasti proti naruleni pouZitymi leptacimi l4zn&mi., Nevyhodou
Je mutnost daléich technologickych operac{, tj. nand3en{ pomo-
cné vrstvy a po skondenf leptaciho procesu jeji odstrandni, coZ

cely technologicky proces prodraZuje.
é .
* Vy3e uvedené nedostatky Yes{ zplsob vyroby polovodi&ové

souldstky se strukturou mesa vytvofenou chemickym leptinim
zékladniho polovodiZového materidlu prost¥ednictvim funk¥ni ko-
)gové kontaktn{ vrstvy podle vyndlezu, jeho% podstata spolivd

v tom, Ze v mist& budouc{ struktury mesa se nejprve pfes mas-
kovaci sv&tlocitlivou vrstvu odleptd nanesend funk®ni kovovd
kontaktni vrstva a pak se vyleptd struktura mesa do poZadované
~ hloubky v zdkladnim polovodilovém materidlu, p¥iem? funk®nf
kovovd kontaktnf vrstva na zbjvajicich oblastech polovodi&ové
soutdstky zvySuje maskovaci Ulinek sv&tlocitlivé vrstvy pri
lepténf zédkladnfho polovodiZového materidlu. Po vyleptdni{ struk-
tury mesa se pies dalSi maskovac{ sv&tlocitlivou vrstvu odlept4
funk¥n{ kovovd kontaktni vrstva ze zbyvajicich oblasti polovo-
diéové souCdstky a vytvor{ se tak pFivodni kontakty k polovo-
dicové souldstce. Tim je odstrandna mutnost pouZiti dal3fch
technologickych operaci spojenych s naniSenim a odstranovdnim

v pomocné Kovové vrstvy.

Na pripojenych vykresech jsou zndzornény hlavni féze tech-
nologického postupu vytvdreni struktury mesa na kifemfkovych
deskéch s Eipy vykonovych tranzistorti podle vynilezu. Obrézky

DiedStavuji vertikdin{ Fez ples jeden tranzistorovy Eip.uﬁ1143
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Obr. 1 znézqrﬁuje kiem{kovou desku 1 s vytvotenyni vrstva-
mi béze 2, emitoru 3, s kryc{ vrstvou kysliZniku kfém;ﬁitého 4,
kterd je odstran¥na v mistech budouciho kontaktu emitoru 3, bé-
ze 6 a budouci struktury mesa T, vytvérejici kolektorovy p-n
prechod. Funkni kovové kontaktn{ vrstva 8 Jje nanesena na celou
plochu k¥emikové desky.

Obr. 2 znizornuje kiemfkovou desku 1 s vyleptanou struktu-
rou mesa 9. Nanesené maskovaci svétlocitlivé vrstva 10 Je expo-
novéna pfes masku, odkryvajici povrch kiemfkové desky 1 Jen
v mistech budouci struktury mesa. Po vytvrzeni exponované svét-
1ocitlivé vrstvy 10 se nejprve odleptd funk¥ni kovovd kontaktni
vrstva 8 a potom kFemik do poZadované hloﬁbky. Ostatni oblasti
kpemfkové desky Jsou maskovény jednak maskovaci svétlocitlivou
vrstvou 10, Jjednak funk¥ni kovovou kontaktni vrstvou 8. Po skon-
Seném lepténi{ struktury mesa se maskovaci sv&tlocitlivéd vrsiva
z povrchu kremfkové desky odstrani obvyklym zpisobem.

Obr. 3 zndzorfuje kiemfkovou desku 1 s kontakty emitoru 5
a baze 6, které byly vytvoreny odleptinim funkini kovové kontak-
tnf vrstvy ze zbyvajicich oblasti kiemfkové desky pres dals{
maskovaci svétlocitlivou vrstvu.
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Zplisob vyroby polovodiZové souldstky se strukturou mesa
vytvoi‘enou chemickym leptédnim zdkladnfho polovodiXového mate-
- riflu prostFednictvim funkdni kovové kontaktnf vrstvy, vyzna-

Ceny tim, Ze v mist® struktury mesa /7/ se nejprve odleptd
pFes maskovaci sv&tlocitlivou vrstvu /10/ nanesend funk&n{
kovovd kontaktn{ vrstva /8/ a pak se vyleptd struktura mesa
do poZadované hloubky v zdkladnfm polovodiZovém materidlu /1/,
naleZ se pres dal3{ maskovaci sv&tlocitlivou vrstvu odleptd
funkini kovovéd kontaktn{ vrstva /8/ ze zbyvajicich oblasti
polovodi¥ové souddstky, &imZ se vytvor{ piivodn{ kontakty
/5 a 6/ k polovodiXové souddstce.

1 vpkres
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